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1．はじめに 

 GaN-HEMT や GaN-MOSFET 等の GaN デバ

イス共通の課題として、ドライエッチング後の

化学結合障害や平滑性不良などによる素子特

性劣化が指摘されている。本研究では

n-GaN/i-GaN/buffer/(111)Si基板に対してドライ

エッチングを行い[1]、エッチング後の表面組成

を分析した。これを報告する。 

2．実験方法 

 実験試料として n-GaN/i-GaN/buffer/(111)Si

を使用した。この試料に 5%HCl の HPM(塩酸

過酸化水素混合液)で 5[min]洗浄を行った。そ

の後、Cl2ガスを用いて ICP-RIE(誘導結合型プ

ラズマ反応性イオンエッチング)によるドライ

エッチングを行った。エッチング条件は、ICP

電力 100[W]、プロセス圧力 1[Pa]、ガス流量

10[sccm]、時間 10[min]とし、バイアス電力を

変化させた。表面の化学結合状態の分析には

XPS(X線光電子分光)を利用した。 

3．実験結果および考察 

 XPS で分析した元素 Ga 3d、Si 2s の結果を

Fig.1 に示す。まず(a)の Si 2sの結果から、エッ

チング前に見られなかった Si のピークが、バ

イアス電力 0 および 1[W]でのエッチング後に

表れていることがわかる。ピークエネルギーは

それぞれ、0[W]で 154.3[eV]、1[W]で 153.8[eV]

を示しており、これらは Si-O の結合エネルギ

ー154.2[eV]と近い値であることから、表面に

SiO2 膜が堆積していると考えられる。次に(b)

の Ga 3d の結果からエッチング前に見られた

Gaのピークが0[W]のエッチング後に全く見ら

れなくなり、1[W]以降で再び見られるように

なっている。ピークエネルギーはエッチング前

で 19.5[eV]、1[W]で 19.8[eV]、2[W]で 19.9[eV]

を示しており、これは Ga-N の結合エネルギー

19.6[eV]と近い値をとっている。(a)(b)の結果か

ら、バイアス電力 0[W]でエッチングを行うと

GaN の表面は SiO2で全面覆われてしまい、バ

イアス電力 1[W]では、GaNと SiO2が混在して

いる状態になっていると考えられる。極低バイ

アスで観察される Si は ICP-RIE の装置内で使

用されている石英板に由来すると考えられる。

詳細は当日報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)Si 2s             (b)Ga 3d 

Fig.1：XPS spectra of the n-GaN/i-GaN/buffer/Si 
sample ; (a) Si-2s (b)Ga-3d 
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